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【はじめに】Indium-Gallium-Zinc oxide (IGZO)をはじめとする酸化物半導体は、低温で成膜可能で

あり、移動度 10 cm2/Vs を超える性能を持つことから、アモルファスシリコンに代わる半導体材料

として注目されている。[1] 通常、酸化物半導体は、真空下でのスパッタリング法によって成膜さ

れるが、成膜プロセス時間の短縮によるコストダウンを図るため、溶液塗布による成膜プロセス

も検討されている。[2] 今回は、有機物由来の不純物の低減および塗布性を考慮した IGZO 前駆体

溶液を作製し、それに適した焼成プロセスも合わせて検討した。 

【実験】IGZO 前駆体溶液は、水および 2,2,2-Trifluoroethanol (TFE)の混合溶媒中にインジウム、ガ

リウム、亜鉛の硝酸塩を任意の割合で混合することによって作製された。この前駆体溶液につい

て、熱重量測定・示差熱分析(TG-DTA)および表面張力の測定を行った。熱酸化膜付シリコンウェ

ハに前駆体溶液をスピン塗布し、仮焼成を 130 ºC で 5 分、本焼成を 300 ºC で 1 時間行うことによ

り IGZO 薄膜を成膜した。この IGZO 薄膜上にソースおよびドレイン電極としてアルミニウムを

マスク蒸着し、トップコンタクト型の薄膜トランジスタ(TFT)を作製して電気特性の評価を行った。 

【結果と考察】水の表面張力は室温で 71.9 mN/m と非常に大きく、基板に対する接触角が大きく

なる傾向にあり [3]、水のみを前駆体溶液の溶媒とする場合、基板への濡れ性が懸念される。そこ

で、金属塩が沈殿しない範囲で水に TFE を加えていくと、表面張力が室温で 23.7 mN/m まで下が

り、塗布性を向上できることが分かった。この混合溶媒を用いて調製された前駆体溶液の TG-DTA

測定では、130 ºC 以下で溶媒蒸発由来の重量減少が起こり、200～300 ºC の間に酸化物形成を示す

挙動が観測されたので、基板への塗布後は 300 ºC で焼成を行うことにした。Fig.1 に、作製した

TFT の伝達特性を示す。ゲート電圧が負のときドレイン電流は 10-11 A 程度であるのに対して、0 

V 付近から正電圧ではドレイン電流が急激に増加し、n 型半導体

特有のスイッチングが観測された。このとき移動度は 2.6 cm2/Vs

程度であった。一方で、ゲート電圧を掃引した場合、ヒステリシ

スが観察された。これは、焼成後に膜内に残存した有機物などが

トラップサイトを形成したためであると考えられる。そこで、こ

の有機物を分解をさせるため、本焼成の前に、高湿度な雰囲気下

での UV 照射を行い、成膜を行った。この場合の伝達特性では、

ヒステリシスとオフ電流の低減がみられ、移動度は 5.0 cm2/Vs 程

度に向上した。 
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Fig.1 Transfer characteristics of the IGZO 
TFTs prepared by annealing at 300 ºC without 
(dot line) and with (solid line) UV irradiation. 
(W/L = 500/50, VDrain = 30 V) 
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